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5 октября 2004 г. скоропостижно скончался доктор физико-математи-
ческих наук, профессор кафедры электроники твердого тела Виктор Ар-
кадьевич Рожков — талантливый ученый, замечательный педагог и разно-
сторонне одаренный человек. Значителен научный вклад Виктора Аркадье-
вича в исследование свойств слоисто-неоднородных полупроводниковых си-
стем и МДП-структур. Он был талантливым физиком-экспериментатором,
работы которого получили не только отечественное, но и международное
признание. Результаты его исследований опубликованы более чем в 200
научных трудах. В научных публикациях В.А.Рожкова представлены ре-
зультаты комплексного изучения электрических, оптических, фотоэлектри-
ческих и структурных свойств диэлектрических пленок и соединений ред-
коземельных элементов, а также кремниевых полупроводниковых систем
металл—диэлектрик—полупроводник.

Виктор Аркадьевич Рожков родился 10 октября 1946 г. в селе Обиль-
ное Сарпинского р-на Волгоградской области в семье специалистов-биоло-
гов. В 1959 г. он вместе с родителями переезжает в г. Астрахань, где впо-
следствии заканчивает среднюю политехническую школу, получив специ-
альность чертежника.

В 1964 г. Виктор Аркадьевич стал студентом физического факульте-
та Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского,
который он окончил с отличием в 1969 г. по специальности ”Физика по-
лупроводников и диэлектриков”, а затем в числе лучших выпускников
был оставлен в университете для продолжения обучения в аспирантуре
при кафедре физики твердого тела. По окончании аспирантуры в 1972 г.
В.А.Рожков был принят на работу инженером в лабораторию полупровод-
ников НИИ механики и физики при Саратовском государственном уни-
верситете. С июня 1973 г. он работает там в должности младшего на-
учного сотрудника, а с апреля 1974 г. — в должности старшего научного
сотрудника. Основное научное направление исследовательской деятельно-
сти В.А.Рожкова — изучение свойств поверхности полупроводников и МДП-
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структур, что в то время представляло большое значение для микро-
электроники. В эти годы В.А.Рожковым под руководством профессора
A.M.Свердловой были получены важные научные результаты о свойствах
кремниевых МДП-структур на основе термически-окисленного кремния и
изучены свойства новых аналогичных структур с пленками окислов ред-
коземельных элементов. Это позволило ему 31 мая 1973 г. успешно защи-
тить в диссертационном совете при СГУ работу ”Исследование электрофи-
зических свойств кремниевых МДП-структур на основе диэлектрических
пленок двуокиси кремния и окислов редкоземельных элементов” и полу-
чить ученую степень кандидата физико-математических наук. Параллель-
но с этим В.А.Рожков активно занимается преподавательской и обществен-
ной деятельностью. Именно в эти годы им был подготовлен цикл лекций
”Электронные процессы на поверхности полупроводников”, которые он чи-
тал для студентов Саратовского государственного университета, специали-
зирующихся по кафедре физики твердого тела. В 1974 г. его избирают
секретарем бюро ВЛКСМ аспирантов и сотрудников физического факуль-
тета СГУ.

2 января 1975 г. Виктор Аркадьевич был принят на работу в Куйбы-
шевский государственный университет на должность ассистента кафедры
общей и теоретической физики. В.А.Рожков со свойственной ему самоот-
дачей погрузился в организацию учебного и исследовательского процесса.
Он читает лекции по общей физике для студентов физического и механико-
математического факультетов, ставит ряд новых интересных лабораторных
практикумов, проводит огромную подготовительную работу по развертыва-
нию в стенах Куйбышевского государственного университета нового науч-
ного направления — микро- и оптоэлектроники3. Высокий теоретический и
методический уровень уже тогда был присущ его лекционным курсам ”Фи-
зика полупроводниковых приборов” и ”Микроэлектроника”. В мае 1975 г.
В.А.Рожков переходит на должность старшего преподавателя, а затем в
октябре 1976 г. — доцента кафедры общей и теоретической физики. В это
время им были проведены исследования по изучению электрофизических
свойств МДП-структур на основе германия и арсенида галлия [26-30], а
также проблеме получения гетероэпитаксиальных структур на основе полу-
проводниковых твердых растворов в системе галлий—алюминий—мышьяк—
сурьма [36]. Он целеустремленно участвует в становлении двух новых учеб-
ных лабораторий ”Физика полупроводниковых приборов” и ”Оптические
свойства полупроводников”. 7 июня 1978 г. ему присваивается ученое зва-

3Развертыванию— в прямом и переносном смысле этого слова. Дело в том, что
именно тогда осуществлялся переезд в здание нового физического корпуса. В этот
период быстрыми темпами развивались кафедры физического факультета, закупалось
новое оборудование, вводились в эксплуатацию новые современные экспериментальные
установки и, самое главное, — наращивался кадровый потенциал, который и три деся-
тилетия спустя обеспечивает высокое качество подготовки специалистов высшей ква-
лификации по многим направлениям современной физики.
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ние доцента по кафедре теоретической физики. Не прерываются его на-
учные связи с Саратовским государственным университетом: в издатель-
стве СГУ в 1983 г. выходит в свет коллективная монография [46] ”Плен-
ки оксидов редкоземельных элементов в МДМ- и МДП-структурах”, суще-
ственный вклад в написание которой внес В.А.Рожков.

В 80-е годы его научная деятельность группируется, прежде всего, око-
ло проблем исследования высокоэффективных кремниевых фотодиодных
структур и электрофизических свойств слоисто-неоднородных полупровод-
никовых структур с барьерами Шоттки на основе контактов кремний—ред-
коземельный элемент и кремний—силицид РЗЭ (см. [47–58]).

С 1990 г. научную и педагогическую деятельность В.А.Рожков прово-
дил на кафедре электроники твердого тела Самарского государственного
университета. Для него это период профессиональной зрелости и осуществ-
ления его научно-исследовательских программ. В те нелегкие для нашей
страны, и особенно для высшей школы, годы он по-прежнему был полон но-
вых творческих замыслов. Не ослабевает интенсивность его научных иссле-
дований. Заключаются хозяйственные договоры с различными предприяти-
ями Самарской области и других регионов Российской Федерации, научным
руководителем многих из них был Виктор Аркадьевич Рожков. В частно-
сти, под его руководством проводились работы с ЦСКБ ”Прогресс”, с мос-
ковским предприятием ”Квант”, Саратовским предприятием ”ПУЛ”. В 90-е
годы Самарский госуниверситет проходил сложную стадию структурной
перестройки в соответствии с принятой ”Концепцией развития Самарско-
го государственного университета как центра науки, образования и куль-
туры Поволжского региона”. Научная, педагогическая и организационная
деятельность В.А.Рожкова, по существу, всегда была направлена на дости-
жение указанной цели.

В 1998 г. В.А.Рожковым была блестяще защищена докторская диссерта-
ционная работа по теме ”Полупроводниковые слоистые структуры на осно-
ве пленок редкоземельных элементов и их соединений (силициды, оксиды и
фториды)”. Эта работа направлена на решение фундаментальных проблем
микро- и наноэлектроники и связана с проведением комплексных теорети-
ческих и экспериментальных исследований механизмов протекания физиче-
ских процессов в структурах на основе пленок оксидов и фторидов редко-
земельных элементов, а также с созданием физических и математических
моделей, обясняющих эти процессы. 19 марта 1999 г. ему была присуждена
ученая степень доктора физико-математических наук. С сентября 1999 г.
В.А.Рожков работает в должности профессора кафедры электроники твер-
дого тела. Под его руководством проводятся работы по определению фунда-
ментальных параметров структур металл—диэлектрик—полупроводник: из-
мерены величины энергетических потенциальных барьеров на межфазных
границах, параметры ловушек; обнаружены новые функциональные свой-
ства МДП-структур (репрограммируемое электрическое и термическое пе-
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реключение проводимости с памятью, оптическая запись и хранение заряда
в диэлектрических слоях).

20 декабря 2000 г. В.А.Рожкову было присвоено ученое звание профес-
сора по кафедре электроники твердого тела.

Важное значение занимала в деятельности Виктора Аркадьевича на-
учно-педагогическая работа. Он был одним из тех, кто стоял у истоков ста-
новления Самарского госуниверситета как центра физического образования
Поволжского региона. Большое внимание он уделял разработке и методиче-
скому совершенствованию преподавания фундаментальных физических дис-
циплин и проведению физических практикумов. В течение многих лет он
читал курс общей физики для студентов физического и механико-матема-
тического факультетов. Им были написаны новые современные программы
курсов специальных дисциплин по физике полупроводников и полупровод-
никовых приборов, микро- и оптоэлектронике. Лекции В.А.Рожкова как
по общему курсу физики, так и по специальным курсам отличались глу-
биной содержания, оригинальностью подхода при освещении сложных во-
просов, стройностью и строгостью изложения. Большое внимание Виктор
Аркадьевич уделял индивидуальной исследовательской работе со студен-
тами по темам курсовых и дипломных работ, которые всегда отличались
научной новизной и стремлением быть на переднем крае научного поиска.
Студенческие работы, выполненные под его руководством, не раз занима-
ли призовые места на областных и Всероссийских научных конференциях,
их результаты включались в сборники научных публикаций. Он сам и его
ученики принимали активное участие в деятельности российских и между-
народных научных конференций по проблемам физики полупроводников
и диэлектриков, полупроводниковой электроники, проблемам образования.
Под его руководством подготовлено и доведено до защиты шесть канди-
датских диссертаций.

В.А.Рожков вел разнообразную общественную и научно-организатор-
скую работу, много лет он был членом диссертационных советов Самарско-
го государственного университета, Поволжской государственной академии
телекоммуникаций и информатики, членом редакционного совета журнала
”Вестник Самарского государственного университета”. В 1998 г. он награж-
дается нагрудным знаком ”Почетный работник высшего профессионального
образования России”.

С Виктором Аркадьевичем меня связывали не только учеба, работа и
наука. Перебирая старые фотографии, вспоминаю нашу юность, проведен-
ную в Саратове, дружеские беседы, вечера у рыбацкого костра. Тогда мы
были молоды и умели радоваться жизни. Часто теплыми июльскими ве-
черами мы собирались на волжском берегу и от души пели, начиная с
негромких, чтобы не потревожить речную тишину, мелодий, постепенно по-
гружаясь в удаль русской народной песни. Виктор Аркадьевич был душой
таких компаний. Наши семьи были очень дружны и помогали друг дру-
гу, наши дети выросли вместе. Сейчас я отчетливо понимаю, что мне не
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хватает моего друга. Мне хочется увидеть его энергично идущего в свою ла-
бораторию, окликнуть, посоветоваться, поспорить в опустевшем после тру-
дового дня университете. Иногда с грустью думаю, что мы не смогли его
уберечь, что он —мой верный и преданный друг — всегда мог служить нам
всем надежной опорой, сражаясь ”до последнего патрона” за российскую
науку и образование.

Заключая настоящий очерк, я отдаю себе отчет в том, что чем даль-
ше уходит от нас печальная дата, тем больше проясняется огромная роль
Виктора Аркадьевича Рожкова, доктора наук, профессора, остроумного и
веселого человека, в моей собственной жизни, в жизни нашего универси-
тета, и вообще на этой земле. Светлая память о талантливом ученом и
педагоге, замечательном человеке Викторе Аркадьевиче Рожкове навсегда
сохранится в сердцах тех, кто знал его и работал рядом с ним.
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13. Эффекты переключения и памяти в структурах S i–S iO2–Eu2O3–Al //
Микроэлектроника. 1973. Т. 2. №11. С. 87–89 (cовм. c О.С.Вдовиным,
В.Н.Котелковым, A.M.Свердловой).

14. Диэлектрические пленки на основе окислов редкоземельных элемен-
тов // Электронная промышленность. 1973. Вып. 1. С. 22–23 (cовм.
c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым, A.M.Свердловой).

15. Получение и электрические свойства МОП-структур на основе пле-
нок окислов редкоземельных элементов // Электронная техника. 1973.
Сер. 6. Вып. 2. С. 77–81 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым,
A.M.Свердловой).

16. МОП-структуры на основе пленок окислов редкоземельных элемен-
тов // Получение и свойства тонких пленок. Киев: Изд-во ОНТИ
ИПМ АН УССР, 1973. С. 3–11 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Коте-
лковым, A.M.Свердловой).

17. Получение и некоторые свойства пленок окислов редкоземельных эле-
ментов // Получение и свойства тонких пленок. Киев: Изд-во ОНТИ
ИПМ АН УССР, 1973. С. 32–44 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котел-
ковым, A.M.Свердловой).

18. Электрофизические свойства структуры Al–Y2O3–S i // Микроэлектро-
ника. 1973. Т. 2. №3. С. 267–270 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котел-
ковым, A.M.Свердловой).

19. Исследование влияния излучения на переходные процессы в кремние-
вых МОП-структурах // Физика полупроводников и полупроводнико-
вая электроника. Саратов: Изд-во СГУ, 1973. Вып. 4. С. 24–28 (cовм.
c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым, A.M.Свердловой).

20. Пленочные структуры на основе окислов редкоземельных эле-
ментов // Тонкие диэлектрические пленки: Материалы Всесоюз.
конф. ”Физика диэлектриков и перспективы ее развития”. Т. 3.
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Л., 1973. С. 178–179 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым,
A.M.Свердловой).

1975

21. Исследование электрофизических свойств пленок окислов и соедине-
ний РЗЭ // Исследования в области химии редкоземельных элемен-
тов. Саратов: Изд-во СГУ, 1975. С. 110–111 (cовм. c О.С.Вдовиным,
В.Н.Котелковым, A.M.Свердловой, В.Б.Полозовым).

22. Исследование окисления пленок РЗЭ // Исследования в обла-
сти химии редкоземельных элементов. Саратов: Изд-во СГУ, 1975.
С. 111–112 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым, В.Б.Полозо-
вым).

23. Исследование электрофизических свойств кремниевых МДП-структур
с пленками двуокиси кремния и окислов редкоземельных элементов в
качестве диэлектрика: Тез. докл. / Всесоюз. конф. по микроэлектро-
нике. Львов, 1975. С. 8–10 (cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым,
З.И.Кирьяшкиной, В.В.Новичковым, A.M.Свердловой).

24. О влиянии рентгеновского облучения и отжига на структуры
S i–S iO2–Al // Физика полупроводников и полупроводниковая элек-
троника. Саратов: Изд-во СГУ, 1975. Вып. 5. С. 54–58 (cовм. c
О.С.Вдовиным, И.П.Лукашовой, A.M.Свердловой).

25. Некоторые свойства МДП-структур на основе пленок окислов редкозе-
мельных элементов // Физика полупроводников и полупроводниковая
электроника. Саратов: Изд-во СГУ, 1975. Вып. 5. С. 121–125 (cовм.
c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым, A.M.Свердловой).

1976

26. Электрофизические свойства МДП-структур n–GaAs–Er2O3–Al и
n–GaAs–Dy2O3–Al // Микроэлектроника. 1976. Т. 5. Вып. 1. С. 24–27
(cовм. c О.С.Вдовиным, В.Н.Котелковым, A.M.Свердловой).

27. Электрофизические свойства МДП-структуры Al–Y2O3–Ge // Мик-
роэлектроника. 1976. Т. 5. Вып. 1. С. 28–31 (cовм. c О.С.Вдови-
ным, В.Н.Котелковым, В.В.Новичковым, A.M.Свердловой, В.Б.По-
лозовым).

28. Исследование границы раздела S i–Y2O3 оптическими методами // По-
лупроводниковая техника и микроэлектроника. Киев: Наукова дум-
ка, 1976. Вып. 23. С. 53–58 (cовм. c В.И. Гавриленко, В.А. Зуевым,
Г.А.Сукачом).
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1977

29. Электрические свойства кремниевых МДП-структур с пленками окис-
лов иттрия и диспрозия: Тез. докл. / VI Всесоюз. совещание по фи-
зике поверхностных явлений в полупроводниках. Ч. 1. Киев: Нау-
кова думка, 1977. С. 7 (cовм. c В.Н.Алимпиевым, О.С.Вдовиным,
A.M.Свердловой, Н.Н.Чубарем).

30. Исследование электрофизических свойств МДП-структур на основе
арсенида галлия с окислами редкоземельных элементов // Получе-
ние и свойства тонких пленок. Киев, 1974. Вып. 2. С. 27–29 (cовм. c
В.В.Новичковым, Н.П.Новичкова, A.M.Свердловой).

31. Практикум по физике полупроводников: Учеб. пособие. Куйбышев:
Изд-во КГУ, 1977. 68 с. (совм. c В.Н.Алимпиевым, А.Н.Комовым,
В.М.Ярцевым).

32. Физика полупроводниковых приборов: Спецпрактикум. Ч. 1. Куйбы-
шев: Изд-во КГУ, 1977 (cовм. c В.Н.Алимпиевым, А.Н.Комовым,
В.М.Ярцевым).

1979

33. Исследование неравновесного емкостного эффекта поля в кремниевых
МДП-структурах с диэлектрическими пленками на основе окислов
редкоземельных элементов / Деп. в ВИНИТИ. 1979. №1381–79 (cовм.
c О.С.Вдовиным, A.M.Свердловой).

1981

34. Эффекты отрицательного сопротивления, переключения и генерации
сигналов в МОП-структурах с пленками окислов редкоземельных эле-
ментов // Письма в ЖТФ. 1981. Т. 7. Вып. 6. С. 335–339 (cовм. c
A.M.Свердловой).

35. Исследование свойств диэлектрических пленок алюмината неодима //
Электронная техника. Сер. 6. Материалы. 1981. Вып. 4(153). С. 61–62
(cовм. c Н.Д.Семкиным, О.С.Вдовиным).

36. Получение и свойства гетероэпитаксиальных слоев на основе твердых
растворов в системе галлий—алюминий—мышьяк—сурьма // Элек-
тронная техника. Сер. 6. Материалы. 1981. Вып. 10(159). С. 18–21.

1982

37. Фотоэлектрические свойства кремниевых МДП-структур при нестаци-
онарном истощении поверхности // Электронная техника. Сер. 2. По-
лупров. приборы. 1982. Вып. 5(156). С. 28–33.



14 Г.П.Яровой

38. Исследование электрофизических свойств кремниевых МДП-структур
на основе окиси // Электронная техника. Сер. 6. Материалы. 1982.
Вып. 9(170). С. 27–29 (cовм. c А.И.Петровым).

39. Фотоэлектрические свойства МДП-структур при неравновесном обед-
нении поверхности полупроводника: Тез. докл. / II Респуб. конф.
по фотоэлектрическим явлениям в полупроводниках. Одесса, 1982.
С. 202.

40. Механизм токопрохождения в контакте металл—низкоомный карбид
кремния. М., 1982. Деп. в ЦНИИ ”Электроника”. 1982. №Р-3558.82.
(cовм. c В.Ю.Кочетковым, Е.А.Милюткиным).

1983

41. Эффект переключения проводимости с памятью в структуре
Al–CeO2–S i // Журнал техн. физики. 1983. №7. С. 1404–1405 (cовм.
c Е.А.Милюткиным, А.И.Петровым).

42. Высота потенциального барьера на контакте кремний— редкоземель-
ный металл. M., 1983. Деп. в ЦНИИ ”Электроника”. 1983. №Р-3701.
(cовм. c Е.А.Милюткиным).

43. Механизм токопрохождения в контакте металл — низкоомный карбид
кремния // Физика и техн. полупроводников. 1983. Т. 7. Вып. 4.
С. 760 (cовм. c В.Ю.Кочетковым, Е.А.Милюткиным).

44. Явления переключения и памяти в пленках двуокиси церия: Тез. до-
кл. / III Всесоюз. конф. ”Неорганические стекловидные материалы и
пленки на их основе в микроэлектр.” М., 1983. С. 114 (cовм. c А.И.Пе-
тровым).

45. Пленки окислов редкоземельных элементов, их свойства и применение
в микроэлектронике // Тез. докл. III Всесоюз. конф. ”Неорганические
стекловидные материалы и пленки на их основе в микроэлектр.” М.,
1983. С. 143 (cовм. c А.И.Петровым).

46. Пленки оксидов редкоземельных элементов в МДП- и МДМ-структу-
рах. Саратов: Изд-во СГУ, 1983 (cовм. c О.С.Вдовиным, З.М.Кирь-
яшкиной, В.Н.Котелковым, В.В.Новичковым, M.КСамохваловым,
A.M.Свердловой).

1984

47. Высокоэффективные кремниевые фотодиодные структуры на основе
окисных пленок индия–олова // Электронная техника. Сер. 2. По-
лупр. приб. 1984. Вып. 7(166). С. 22–24 (cовм. c Е.А.Милюткиным,
А.И.Петровым).

48. Переключение проводимости и память в кремниевых МДП-структу-
рах на основе пленок двуокиси церия // Микроэлектроника. 1984.
Т. 13. Вып. 3. С. 247–251 (cовм. c Е.А.Милюткиным, А.И.Петровым).
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49. Поверхностно-барьерные диоды на основе контакта РЗМ-кремний, их
свойства и применение: Тез. докл. / Всесоюз. науч.-техн. семинар ”Пу-
ти повышения стабильности и надежности микроэлементов и микро-
схем”. Рязань, 1984. С. 67–68 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

50. Фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных диодов на осно-
ве контакта РЗМ—кремний p-типа: Тез. докл. / Всесоюз. науч.-техн.
семинар ”Пути повышения стабильности и надежности микроэлемен-
тов и микросхем”. Рязань, 1984. С. 69–70 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

51. Электрофизические свойства пленок двуокиси церия и кремниевых
МДП-структур на их основе // Электронная техника. Сер. 2. Полупр.
прибор. 1984. Вып. 1(167). С. 13–16 (cовм. c А.И.Петровым).

52. Высота потенциального барьера на контакте кремний-редкоземельный
металл // Физика и техн. полупроводников. 1984. Т. 18. №2. С. 389
(cовм. c Е.А.Милюткиным).

53. Электрические и фотоэлектрические свойства поверхностно-барьер-
ных диодов на основе гадолиний—p-кремний // Электронная техника.
Сер. 2. Полупр. приб. 1984. Вып. 3(169). С. 16–19 (cовм. c Е.А.Милю-
ткиным).

54. Лавинное умножение фототока в структурах с барьером Шоттки на
основе контакта диспрозий—кремний // Физика и техн. полупровод-
ников. 1984. Т. 18. №8. С. 1455–1457 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

55. Электрофизические свойства границы раздела силицид РЗМ-кремний:
Тез. докл. / VIII совещ. Физика поверх. явлений в полупроводниках
Ч. 2. Киев, 1984. С. 46–47 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

56. Электрофизические свойства кремниевых МДП-структур на основе
ионно-плазменных пленок окислов редкоземельных элементов: Тез. до-
кл. / VIII совещ. ”Физика поверхностных явлений в полупроводни-
ках.” Ч. 2. Киев, 1984. С. 60–61 (cовм. c А.И.Петровым).

57. Образование и свойства пленок силицидов редкоземельных металлов
на поверхности кремния // Электронная техника. Сер. 6. Материалы.
1984. Вып. 5(190). С. 17–19 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

58. Свойства поверхностно-барьерных диодов на основе контакта диспро-
зий—кремний // Физика структуры и свойства твердых тел. Куйбы-
шев: Изд-во КГУ, 1984. С. 164–167 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

1985

59. Эффект переключения проводимости с памятью в структуре
Al–Gd2O3–S i // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. Вып. 1. С. 49–52 (cовм.
c А.И.Петровым).

60. Образование пленок силицидов РЗМ и свойства границы раздела си-
лицид—кремний // Микроэлектроника. 1985. Т. 14. Вып. 1. С. 50–54
(cовм. c Е.А.Милюткиным).
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61. Свойства пленок окислов редкоземельных элементов и перспективы
их использования в микроэлектронике: Тез. докл. / Всесоюз. конф.
”Состояние и перспективы развития микроэлектронной техники”. Ч. 1.
Минск, 1985. С. 217 (cовм. c А.И.Петровым).

62. Кремниевые МДП-структуры на основе диэлектрических пленок фто-
рида диспрозия: Тез. докл. / Всесоюз. конф. ”Состояние и перспекти-
вы развития микроэлектронной техники”. Ч. 1. Минск, 1985. С. 246
(cовм. c Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

63. Проспект для абитуриентов физического факультета // Куйбышев:
Изд-во КГУ, 1985 (cовм. c Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

1987

64. Фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных диодов на осно-
ве контакта редкоземельный элемент — кремний // Электронная тех-
ника, Сер. 2, Полупр. приборы. 1987. Вып. 2(187). С. 38–43 (cовм. c
Е.А.Милюткиным).

65. Исследование свойств границы раздела в кремниевых МДП-структу-
рах с оксидами РЗЭ: Тез. докл. / II Всесоюз. конф. ”Структура и
электронные свойства границ зерен в металлах и полупроводниках”.
Воронеж, 1987. С. 152 (cовм. c А.И.Петровым, Т.В.Сущевой).

66. Электрофизические свойства пленок фторида диспрозия и МДП-
структур на их основе: Тез. докл. / IV Всесоюз. конф. по физике и
химии редкоземельных полупроводников. Новосибирск, 1987. С. 201
(cовм. c Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

67. Пленки оксидов РЗЭ и кремниевые МДП-структуры на их основе:
Тез. докл. / IV Всесоюз. конф. по физике и химии редкоземельных
полупроводников. Новосибирск, 1987. С. 202 (cовм. c А.И.Петровым).

68. Переключение и память в МДП-структурах на основе оксидов редко-
земельных металлов: Тез. докл. / XII Всесоюз. конф. по микроэлек-
тронике. Ч. 3. Тбилиси, 1987. С. 87–88 (cовм. c А.И.Петровым).

69. Прозрачные электропроводящие пленки на основе окислов метал-
лов // Влияние внешних воздействий на структуру и свойства
твердых тел. Куйбышев: Изд-во КГУ, 1987. С. 136–141 (cовм. c
А.И.Петровым).

70. А.с. №1515881. Датчик для измерения мощности светового потока.
№4315649; заявл. 13.10.87 (cовм. c А.И.Петровым, Н.Н.Романенко).

1988

71. Особенности явления переключения, памяти и пробоя в кремние-
вых МДП-структурах с оксидами РЗМ: Тез. докл. / IX Всесоюз.
симпозиум ”Электронные процессы на поверхности и в тонких сло-
ях полупроводников”. Ч. 2. Новосибирск, 1988. С. 111–112 (cовм. c
А.И.Петровым).
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72. Свойства границы раздела силицид РЗМ—кремний: Тез. докл. / IX
Всесоюз. симпозиум ”Электронные процессы на поверхности и в тон-
ких слоях полупроводников”. Ч. 2. Новосибирск, 1988. С. 81 (cовм. c
Е.А.Милюткиным).

73. Исследование фотоэмиссии и захвата носителей заряда в кремниевых
МДП-структурах с оксидами РЗМ: Тез. докл. / IX Всесоюз. симпози-
ум ”Электронные процессы на поверхности и в тонких слоях полупро-
водников”. Ч. 2. Новосибирск, 1988. С. 142 (cовм. c А.И.Петровым).

74. Свойства границы раздела кремний—высокотемпературный оксид
РЗМ: Тез. докл. / IX Всесоюз. симпозиум ”Электронные процессы на
поверхности и в тонких слоях полупроводников”. Ч. 2. Новосибирск,
1988. С. 143 (cовм. c Н.В.Латухиной, А.И.Петровым).

75. Влияние толщины слоя смешанного оксида индия-олова на спектраль-
ные характеристики фотоэлектрических преобразователей со структу-
рой In2O3/S nO2–p+S i–nS i // Гелиотехника. 1988. №5. С. 21–23 (cовм.
c Е.А.Милюткиным, А.И.Петровым).

76. Исследование процессов образования заряда в пленочных оксидах
редкоземельных элементов при воздействии УФ облучения на МДП-
структуры: Материалы VI Всесоюз. конф. по физике диэлектри-
ков. Секция 7. Электрофизика слоистых структур. Сер. 6. 1988.
Вып. 5(281). С. 21–25 (cовм. c А.И.Петровым).

77. Исследование пробоя и переключения с памятью в структурах с пле-
ночным оксидом редкоземельного элемента: Тез. докл. / VI Всесоюз.
конф. по физике диэлектриков. Секц. ”Пробой и электрическое старе-
ние диэлектриков”. Томск, 1988. С. 138–139 (cовм. c А.И.Петровым).

78. Электрические и фотоэлектрические свойства кремниевых МДП-
структур с пленками оксидов гадолиния и диспрозия: Тез. докл. /
VI Всесоюз. конф. по физике диэлектриков. Секц. ”Электрофиз.
слоистых структур”. Сер. 6. Материалы. Томск, 1988. Вып. 4(280).
С. 81–82 (cовм. c А.И.Петровым).

79. Исследование эффекта бистабильного переключения проводимости в
структурах с фторидом диспрозия: Тез. докл. / VI Всесоюз. конф.
по физике диэлектриков. Секц. ”Электрофиз. слоистых структур”.
Сер. 6. Материалы. Томск, 1988. Вып. 4(280). С. 94 (cовм. c А.И.Пет-
ровым).

80. Кремниевые МДП-структуры с диэлектриком на основе оксидов ред-
коземельных элементов // Влияние внешн. воздейст. на структуру и
свойства твердых тел. Куйбышев: Изд-во КГУ, 1988. С. 19–123 (cовм.
c Н.В.Латухиной, А.И.Петровым).



18 Г.П.Яровой

1989

81. Свойства тонкопленочных силицидов РЗЭ и их применение в элемен-
тах микросхем: Тез. докл. / Всесоюз. школа по актуальным вопро-
сам физики и химии соединений на основе РЗЭ. Красноярск, 1989.
С. 39–40 (cовм. c Е.А.Милюткиным).

82. Особенности явления переключения проводимости с памятью в тон-
копленочных системах на основе оксидов РЗЭ: Тез. докл. / Всесоюз.
школа по актуальным вопросам физики и химии соединений на ос-
нове РЗЭ. Красноярск, 1989. С. 41–42 (cовм. c А.И.Петровым).

83. Исследование свойств кремниевых МДП-структур с оксидами РЗЭ и
легирования кремния РЗЭ: Тез. докл. / Всесоюз. школа по актуаль-
ным вопросам физики и химии соединений на основе РЗЭ. Красно-
ярск, 1989. С. 43–44 (cовм. c Н.В.Латухиной, Н.Н.Романенко).

84. Свойства кремниевых МДП-структур с оксидами, полученными высо-
котемпературным окислением РЗМ // Фотоэлектроника. Киев; Одес-
са: Либидь. Вып. 3. С. 98-101 (cовм. c Н.В.Латухиной, А.И.Петро-
вым).

85. Пленки оксидов редкоземельных элементов и кремниевые МДП-струк-
туры на их основе // Физика и химия редкоземельных полупровод-
ников. Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1989. С. 84–89 (cовм. c
А.И.Петровым).

1990

86. Свойства пленок окислов редкоземельных элементов и перспективы
их использования в микроэлектронике: Тез. докл. / V Всесоюз. конф.
по физике и химии редкоз. полупроводников. Саратов: Изд-во СГУ,
1990. С. 90 (cовм. c А.И.Петровым).

87. Тонкопленочные силициды РЗЭ, их свойства и применение в мик-
роэлектронике: Тез. докл. / V Всесоюз. конф. по физике и химии
редкоз. полупроводников. Саратов: Изд-во СГУ, 1990. С. 91 (cовм. c
Е.А.Милюткиным).

88. Исследование эффекта бистабильного переключения проводимости в
структурах с фторидом диспрозия: Тез. докл. / V Всесоюз. конф. по
физике и химии редкоз. полупроводников. Саратов: Изд-во СГУ, 1990.
С. 92 (cовм. c Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

89. А.с. 1585834 СССР. Элемент памяти // Заявл. №4601805 При-
ор. 1.11.1988. Зарегистрировано 15.04.90 (cовм. c Н.Н.Романенко,
М.Б.Шалимовой).



Памяти В.А.Рожкова 19

1991

90. Особенности процессов переключения и памяти в кремниевых МДП-
структурах // Фотоэлектроника. Киев; Одесса: Либидь, 1991. С. 68–72
(cовм. c А.И.Петровым).

1992

91. Просветляющие покрытия из оксидов редкоземельных элементов для
кремниевых фотоэлектрических приборов // Письма в ЖТФ. 1992.
Т. 18. Вып. 10. С. 54–58 (cовм. c Ю.А.Аношиным, А.И.Петровым,
Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

92. Образование и свойства пленок силицидов редкоземельных металлов
на поверхности кремния: Тез. докл. / XIV конф. по тепловой мик-
роскопии ”Структура и прочность материалов в широком диапазоне
температур”. С. 124 (cовм. c А.И.Петровым).

93. Переключение проводимости с памятью в кремниевых МДП-струк-
турах с пленкой фторида самария // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18.
Вып. 15. С. 60–63 (cовм. c Н.Н.Романенко).

94. Эффект электрического переключения проводимости с памятью в
стpyктype Al–DyF3–S i // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 5. С. 74–76
(cовм. c М.Б.Шалимовой).

95. Фазовый переход в пленках оксидов РЗМ при электрическом и тепло-
вом переключении проводимости с памятью // Письма в ЖТФ. 1992.
Т. 18. Вып. 5. С. 125 (cовм. c А.И.Петровым).

96. Просветление и пассивация кремниевых фотоэлектрических преобра-
зователей пленками оксидов редкоземельных элементов // Гелиотех-
ника. 1992. №5. С. 13–16 (cовм. c Ю.А.Аношиным, А.И.Петровым,
Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

1993

97. Электрическое переключение проводимости с памятью в кремние-
вых МДП-структуpax с диэлектриком из фторида эрбия // Физи-
ка и техника полупроводников. 1993. Т. 27. №3. C. 438–445 (cовм. c
М.Б.Шалимовой).

98. Электрический пробой пленок оксида гадолиния // Радиотехника и
электроника. 1993. T. 32. №2. С. 296–301 (cовм. c А.И.Петровым).

99. Просветляющие покрытия из фторидов эрбия, неодима и гадоли-
ния // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. №19. С. 10–14 (cовм. c
А.И.Петровым, М.Б.Шалимовой).

100. Эффект переключения проводимости с памятью в МДП-структурах с
фторидом лантана // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. №22. С. 6–9 (cовм.
c Н.Н.Романенко).



20 Г.П.Яровой

101. Электрический пробой пленочных оксидов редкоземельных элементов
в МДП-структурах: Тез. докл. / Рос. научно-тех. конф. по физике
диэлектриков с междунар. участ. ”Диэлектрики-93”. Ч. 2. СПб, 1993.
С. 92–93 (cовм. c А.И.Петровым).

102. Переключение проводимости с памятью в структурах с пленочными
фторидами РЗЭ: Тез. докл. / Рос. научно-тех. конф. по физике ди-
электриков с междунар. участ. ”Диэлектрики-93”. Ч. 2. СПб, 1993.
С. 128–129 (cовм. c Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

103. Накопление заряда в пленочных оксидах редкоземельных элементов
при УФ облучении МДП-структур: Тез. докл. / Рос. научно-тех. конф.
по физике диэлектриков с междунар. участ. ”Диэлектрики-93”. Ч. 2.
СПб, 1993. С. 130–131 (cовм. c В.П. Гончаровым).

104. Просветляющие и пассивирующие свойства пленок оксидов и фтори-
дов редкоземельных элементов: Тез. докл. / Рос. научно-тех. конф.
по физике диэлектриков с междунар. участ. ”Диэлектрики-93”. Ч. 2.
СПб, 1993. С. 132–133 (cовм. c А.И.Петровым, Н.Н.Романенко,
М.Б.Шалимовой).

105. Электрический пробой пленок оксидов редкоземельных элементов в
МДП-структурах: Тез. докл. / Научно-техн. конф. Саранск, 1993.
С. 42 (cовм. c А.И.Петровым).

106. Электрофизические свойства кремниевых МДП-структур с оксидом
самария в качестве диэлектрика: Тез. докл. / Научно-техн. конф. Са-
ранск, 1993. С. 64 (cовм. c В.П. Гончаровым).

107. Переключение проводимости с памятью в кремниевых МДП-структу-
рах с фторидами РЗЭ: Тез. докл. / Научно-техн. конф. Саранск, 1993.
С. 66 (cовм. c Н.Н.Романенко, М.Б.Шалимовой).

108. Electrical switching of the resistance with memory in silicon MIS
structures with erbium fluoride as the insulator // Полупроводники.
1993. Т. 27. №3. С. 245–249 (cовм. c М.Б.Шалимовой).

1994

109. Кремниевые МДП-структуры с оксидом диспрозия и лютеция и диф-
фузия редкоземельных элементов в кремний // Микроэлектроника.
1994. Т. 23. №1. С. 59–64 (cовм. c Н.В.Латухиной, Н.Н.Романенко).

110. Просветляющие покрытия из фторидов лантана, самария и диспрозия
для кремниевых фотоэлектрических приборов // Известия вузов. Фи-
зика. 1994. №4. С. 7–10 (cовм. c А.И.Петровым, М.Б.Шалимовой).

111. Просветляющие покрытия из фторидов иттрия, церия и тербия для
кремниевых фотоэлектрических приборов // Письма в ЖТФ. 1994.
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(cовм. c И.Г.Бережным, В.П. Гончаровым, Е.Ю.Македошиным,
А.Ю.Трусовой).

115. Просветляющие покрытия для кремниевых фотоэлектрических прибо-
ров на основе оксидов и фторидов редкоземельных элементов: Тез. до-
кл. / Рос. науч.-тех. конф. ”Новые матер. и технол. направление: Тех-
нологические процессы и материалы приборостроения и микроэлек-
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